Wzmacniacze na tranzystorach polowych
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Rys. 6.Uktad do pomiaru wzmacniacza matej cz¢stotliwosci z tranzystorem polowym
MOS kanatem wzbogacanym typu p w uktadzie WS



Wzmacniacze na tranzystorach polowych

Rp
4,7kQC>
.
C, 11 A
100nF +
. I T all
A 11 - _—
100nF ‘ R,
R Yy 10kQ
G G R
Yre 560k ool | 2LCs
25uF
{7 @

OSCYLOSKOP

Rys. 7.Uktad do pomiaru charakterystyk wzmacniacza matej czestotliwosci z
tranzystorem polowym ztagczowym typu n uktadzie WS



